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@ Halbleitervorrichtung mit Schutzlage und Verfahren zu ihrer Herstellung 

(5?) Eine warmebestandige Harzlage ist als eine Schutzab- 
deckung zum Schutzen einer Tragerstruktur, die auf ei- 
nem Halbleiterchip vorgesehen ist, durch einen warme- 
bestandigen Klebstoff mit dem Halbleiterchip verbunden. 
Die warmebestandige Harzlage besteht aus einem Teil auf 
Polyimidbasis und der warmebestandige Klebstoff be- 
steht aus einem Sil ikon klebstoff. Die warmebestandige 
Harzlage wird wahrend eines Herstellungsverfahrens des 
Halbleilerchips nicht verformt. AufSerdern dringt wahrend 
eines Zerteilens kein Schleifwasser in den Halbleiterchip 
ein. 
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Die vorliegende Erfindung bclriffl. cine Halblcitervorrich- 
lung, die einen Halbleiterchip beinhaltet,- der mil cincr 
Schutzluge bedeck! ist, und cin Vcrfahren zu ihrer ITcrsiel- 5 
lung. 

Im aligeineinen bcinhallcl ein Halbleitcrscnsor fur cine 
physikalische GroBc, wie /urn Bcispicl cin I Ialblcitcrbe- 
schleunigungssensor oder cin Halbleitcrdrucksensor cin be- 
wcgliches 'i oil. das auf cincm Siliziumchip ausgcbildct ist.. 10 
Kin derartigcr Sensor gibt in Ubercinslimmung mil einer 
Vcrsctzung des beweglichcn Tcils cin elektrisches Signal 
aus, das einer physikalischen GroGc, wic zunt Bcispicl einer 
Bcschleunigung oder cineni Druck, cntsprichi. 

/urn Bcispicl offenbarl die JP-A-9-211022 einen Be- 15 
schlcunigungsscnsor, dcr cine Tragcrst.ru k I ur, die als cin bc- 
wcgliches Veil auf cincm Siliziumsubstrai ausgebildei is! 
und nach cincm Aufnehmcn einer Bcschleunigung vcrsctzl 
wird, cine beweglichc Klcklrodc. die auf dcr Tragerstruklur 
angeordnet ist, und cine beweglichc lilcklrode bcinhallcl. 20 
die dcrart aufdern Siliziumsubstrai ausgcbildct ist, daB sic 
dcr beweglichcn IiJcklrodc gcgenuberliegl. Dcr Beschlcuni- 
gungssensor crfaBl cine Bcschleunigung auf der Grundlage 
einer Andcrung eines Abstands zwischen der beweglichcn 
Elektrode und dcr feslcn lilcklrode. " 25 

Dicsc An einer TTalblciicrvorrichtung bcinhallcl im allge- 
mcincn cine Schutzabdeckung zunt Bcdcckcn und Schutzen 
des beweglichcn Tcils. Wie cs in. dcr JP-A-6-347475 ofl'cn- 
bart ist, kann ein Glassubstral, welches durch Anodcnkopp- 
lung mil cincm Ilalbleitcrwafer verbunden ist, als die 30 
Schutzabdeckung vcrwcndel wcrden. In diesem Fall ist es 
jedoch wahrschcinlich, daB das Glassubstral aufgrund einer 
Ohcrflacheurauheil seiner Verbimiungsgrcnzflaehen Luckcn 
an dem Vcrbindungsabschnill mit dem Ilalblcilcrwafcr aus- 
bildet. Dcshalb gclangt, wenn cin Zerteilen ausgefuhrt wird, IS 
Schlcifwasser dcrart lcichi durch die Luckcn in dic.IIalblci- 
lervorrichtung, daB verschiedene Problcmc vcrursacht wcr- 
den. Zum Bcispicl kann das Wasscr aufgrund seiner Ober- 
nachenspannung die Bewegung des beweglichcn Tcils ste- 
rol. ~ 40 

Andcrerscits offenbart die JP-A-9-27466 kein Glassub- 
stral sondern cine UV-hartendc Lage als eine Schutzabdck- 
kung. Wenn die UV-hartende Lagc als die Schutzabdeckung 
verwendet wird, trill das dcrartige Problem nicht auf, daB 
Schlcifwasser wahrend des Zcrtcilcns in die Halblcitervor- 45 
nchtung gclangt. Jedoch wird die UV-hartcnde Lage bci ei- 
ner Tempcralur von ungefahr 80°C bis 9()°C vcrformt. Auf- 
grund dessen muB die UV-hartcndc Lagc von dcr Halbleiter- 
vorrichtung abgenommen werden, "wenn nachfolgendc 
Schrillc, wic zum Bcispicl ein Draht konlaktierungsschritt, So 
ausgefiihrt werden, die cine Tcmperatur erfordcrn, die hohcr 
als dicsc ist. Dies fuhrt zu einer Lrhohung einer Anzahl von 
Herstcllungsschritlen. 

Weilerhin gibt cs cine Slruktur eines Typs mit beidscitig 
lreiliegcnden Oberflachcn, die eine Tragerstruklur (ein be- 55 
wegliches Tcil) als cin Erfassungsteil aufweisi, das auf bei- 
den Obcrnachcn eines Chip frcigclcgt ist. Bci einer dcrart i- 
gen Slruktur ist cs wahrschcinlich, daB ein Klebstoff das Er- 
fassungsteil dcrart bcruhrt. daB die Bewegung des bewegli- 
chen Tcils gestort wird, wenn der Chip durch den Klebstoff 60 
auf cincm Leiterrahmcn befcstigl wird oder durch einen 
Klebstoff an cincm Gehausc befcstigl wird. Wenn der Sens- 
orchip des Typs mil beidscitig frci licgenden Oberllachcn 
mil Har/ vergossen wird, beruhri das Harz lcichi das beweg- 
lichc Tcil. Auch dann, wenn dcr Scnsorchip an dem loiter- 65 
rahmcn oder dem Gehausc befcstigl wird, kann das Har/. 
lcichi das beweglichc Tcil durch Gehen durch cine Luckc an 
dem Vcrbindungsabschnill des Chip bcriihrcn. 



Die vorliegende Hrfindung ist im Minblick auf die vorhcr- 
gehenden Problcnie geschaflen worden. Es ist cine Aufgabe 
dcr vorlicgendcn Ertindung, einen Halblciicrchip zu schal- 
fen, der niil einer Schutzlagc bedeckt ist und mit. nicdrigen 
Kostcn mit cincr nicdrigen Zahl von Herstcllungsschritlen 
hcrgcstelll wcrden kann. Es ist cine weitcre Aufgabe dcr 
vorlicgendcn Erfindung, zu vcrhindcrn, daB Klebstoff und 
GuBharz wahrend cincs I Icrstcl lungs vcrfahren s cin beweg- 
lichcs Tcil cincs Halblciicrchip vcrklcbcn. 

GcmaB dcr vorlicgendcn Erfindung ist cine hauptscitigc 
Schulzharzlage, die eine Offnung aufweisi, durch einen 
hauplseitigen warmebestandigen Klebstoff dcrart mil cincm 
Halblciicrchip verbunden, daB cine AnschluBflache aufdern 
Halblciicrchip iiber die Offnung frcigclcgt ist. Die An- 
schluBflache ist mil cincm Draht verbunden; Die hauplsci- 
lige Schutzhar/lagc und dcr hauptscitigc wanncbestandige 
Klebstoff wcisen crslc und zweile wamicbcstandigc Icrrtpe- 
raturcn auf, die hohcr als cine crslc Tcmperatur sind, bci 
welcher dcr Draht durch Kontaklieren an der AnschluBfla- 
che befcstigl werden kann. Da die hauptscitigc Schutzharz- 
lage durch den warmebestandigen Klebstoff mil dem Halb- 
lciicrchip verbunden ist, dringt wahrend eines Zcrtcilcns 
kein Schlcifwasser durch den Verbindungsabschnilt ein. Da 
die crslcn und zweilen warmebestandigen Tcmpcraturcn ho- 
lier als die Tempcralur sind, bci welcher der Draht durch 
Konlakliercn an dcr AnschluBfiachc befcstigl wcrden kann, 
kann das Drahtkontaklieren ohnc Entfernen der hauplseiti- 
gen Schutzharzlage an dcrn Halblciicrchip ausgefuhrt wer- 
den. was zu einer verringertcn Anzahl von Tlerstellungs- 
schri lien fuhrt. 

Die ersten und zweilen warmebestandigen Tcmpcraturcn 
dcr hauplseitigen Schutzhar/lagc und des hauptscitigen war- 
mcbeslandigcN Klcbstoffs sind holier als eine Teinperatur, 
bci welcher der Halblciicrchip an cinem Leiterrahmcn befc- 
stigl werden kann. Deshalb kann der Halbleiterchip ohne 
Entfernen dcr Schutzhar/lagc an dcrn leiterrahmcn befc- 
stigl werden. Die ersten und zwciten warmebestandigen 
Tcmpcraturcn sind hohcr als cine Tcmperatur, bei welcher 
dcr Halblciicrchip mil Harz vergossen werden kann. Des- 
halb kann der Halblciicrchip ohnc Entfernen dcr Schutz- 
harzlage mil Harz vergossen werden. 

Die ersten und zweilen warmebestandigen Tcmpcraturcn 
sind hohcr als eine Teinperatur, bci welcher der Halbleiler- 
chip an eincm Gehausc befestigt werden kann. Deshalb 
kann dcr Halbleiterchip zusammen mit der Schutzharzlage 
an dem Gehausc befestigt werden. Vorzugsweise besteht die 
hauptseiiige Schutzharzlage aus Polvimid und beinhaltet der 
hauptscitigc wanncbestandige Klebstoff einen Silikonkleb- 
stoff. 

Wenn die Halbleiterstruktur an beiden Oberilachen des 
Halblciicrchip freiliegt, wird weiterhin cine riickscitige 
Schutzharzlage dcrart mit dcrn Halbleiterchip verbunden, 
daB sic die Halbleiterstruktur auf cincr der hauplseitigen 
Schutzharzlage gegenuberlicgendcn Seitc bedeckt. Die 
ruckseitige Schutzharzlage kann durch einen riickseitigen 
warmebestandigen Klebstoff mit dem Halbleiterchip ver- 
bunden sein. Vorzugsweise besteht die ruckseitige Schutz- 
harzlage aus Polvimid und beinhaltet der ruckseitige war- 
mcbestandige KIcbsioffebcnso einen Silikonkiebsioff. 

Die ruckseitige Schutzharzlage ist gcgenuber den Tempe- 
raturen bestandig, bci welchcn dcr Draht an der AnschluB- 
llache befestigt, der Halbleiterchip an dem Lcilerrahmen be- 
fcstigl, dcr Halbleiterchip mit Harz vergossen und der Halb- 
leiterchip an dem Gehause befestigt werden kann, ebenso 
wic cs die hauptscitigc Schutzharzlage und dcr hauptscitigc 
wanncbestandige Klebstoff sind. Das heiBt, die hauplseiti- 
gen und ruckscitigen Schutzharzlagcn werden bci den zuvor 
beschricbenen Tcmpcraturcn nicht thcrmisch vcrformt. Dies 
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la LSi zu, daB die Schuizlagen wahrend der zuvor beschriebe- 
ncn Hcrslcllungsschriltc auf dem Halblcitcrchip vcrbleiben. 
Auch dann, wenn die Hal blcit erst ruklur auf den beiden 
Obcrfliichcn des ITalbleilcrchip freigclcgt isl, beriihrcn der 
KlcbsloiT und das TIarz wiihrend den Hcrslcliungsschritlcn 
nichl die TTalbleitcrsiruklur, da die ITalblcilcrstruktur von 
den hauplsciligcn und riicksciligcn Schulz lagen hedecki 
wird. Wcilcrhin kann das liindringcn von Schlcifwasscr 
wiihrend eines Xcrieilcns verhindcrt werden. 

Die vorliegende lirfindung wird naehslehend an hand von 
Ausfuhrungsbeispiclcn unier Bezugnahme auf die bcilic- 
gendc /eichnung nahcr erlaulcrt. 

lis zeigen: 

Fig. 1 eine Querschniitsansichl cincs ITalbleiterbcschlcu- 
nigungssensors geniiiB cinem ersten Ausfuhrungsbcispiel; 

Fig. 2A bis 21 i Querschniilsansichlen eines Hcrstcllungs- 
vcrfahrens des in Fig. 1 gezcigicn Bcschleunigungssensors 
auf eine sehrillariige Weise; 

Fig. 3 eine eine GrundriBgcstaltung eincr wannebestandi- 
gen Klebsiofflage gemaB dcin.erslcn Ausfuhrungsbcispiel 
schcntalisch darstellende Draufsicht: 

Fig. 4 cine eine GrundriBgestallung eines TTalblcitcrwa- 
fcrs gemaB dem ersien Ausfuhrungsbeispiel schemalisch 
darslellende Draufsicht; 

Fig. 5 eine perspeklivische Ansichl eines Zus lands, in 
dem ein Zerteilen ausgefiihrt wird, gcmiiB dern ersten Aus- 
fuhrungsbeispiel; 

Fig. 6 A bis 6D Querschniilsansichlen eines TTerstcllungs- 
verfahrens eines Tlalbleilerbcschlcunigungsscnsors gemaB 
einein zwcilcn Ausfuhrungsbcispiel auf cine sehrillariige 
Weise; 

Fig. 7A bis 7D Querschniilsansichlen eines TTcrsicllungs- 
vcrfahrens eines Tlalblcilcrbcschlcuniguugsscnsors gemaB 
einein drilten Ausfuhrungsbeispiel auf eine schritt art ige 
Weise; 

Fig. 8 eine Qucrschnitlsansichl eines ITaibleilerbcschlcu- 
nigungssensors gcmiiB einein viertcn Ausfuhrungsbcispiel; 

Fig. 9 eine Querschniitsansichl eines ITalblciterbcschlcu- 
nigungssensors gcmiiB einein funflen Ausfuhrungsbeispiel; 

Fig. 1 OA bis 10D Querschnittsansichten cincs TTcrsiel- 
lungsvcrfahrcns des in Fig. 9 gc/.eigten Bcschieunigungs- 
sensors gcmiiB dem funflen Ausfuhrungsbcispiel; 

Fig. 11 cine cine GrundriBgcslallung eines ITalbleilcrwa- 
fcrs gemaB dem funflen Ausfuhrungsbeispiel schemalisch 
dargcstelllc Draufsicht; ■ 

Fig. 12 cine perspeklivische Ansicht eines Zustands, in 
dem ein Zerteilen ausgefiihrt wird, gemaB dem funflen Aus- 
fuhrungsbeispiel; 

Fig. 13A bis 13C Querschniilsansichlen eines weilcrcn 
Uerstellungsvcrfahrens des in Fig. 9 gezcigicn Bcschieuni- 
gungssensors geniiiB einein sechstcn Ausfuhrungsbcispiel; 

Fig. 14A bis 14C Querschniilsansichlen eines weilcrcn 
TTersiellungsvcrfahrens des in Fig. 9 gezcigicn- Bcschieuni- 
gungssensors gemaB cinem sicbcnlen Ausfuhrungsbcispiel; 
und 

Fig. 15 cine Querschniitsansichl cincs Halbleitcrbc- 
schlcunigungssensors gcmiiB cinem acht.cn Ausfuhrungsbci- 
spiel. 

Naehslehend erfolgl die Beschreibung eines crsicn Aus- 
fuhrungsbcispicls der vorliegenden Erfindung. 

lis wird auf Fig. 1 verwicscn. Ein Halbleitcrbeschleuni- 
gungssensor gemaB dem ersten Ausfuhrungsbcispiel bein- 
hal let cincn Sen sore hip 1, der durch VergicBcn mil ITarz vcr- 
kapseli is l. Der Sensorchip 1 weist cine Sirukiur auf, die im 
wesent lichen die gleiche wic die isl, die in der JP-A-211022 
offenbart ist. Kurz gesagi isl cine Triigcrsi ruklur, die als ein 
bcwcglichcs Tcil nach cinem Aufnchmcn eincr Beschlcuni- 
gung versctzl wird, auf cinem Siliziumsubstrat ausgcbildel 
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und wird die Beschleunigung auf der Grundlage eincr Andc- 
rung cincs Abstands zwischen eincr bcwcglichcn lilektrodc, 
die auf der' 'lYagcrslruklur vorgeschen isl, und eincr fcst.cn 
Hlcklrcxtc erfaBt. die auf dem Siliziumsubstral vorgeschen 
5 isl. In Fig. 1 isl lediglich die Triigcrstruktur mil dem Bczugs- 
zeichen la bezeichnel. AnschluBflachen lb sind auf der 
Oberfliiche des Sensorchip 1 derart ausgcbildel, daB die bc- 
wegliche I tick! rode und die teste lilcklrodc clcktrisch mil ei- 
ncr auBcren Schallung verbunden sind. Eine warmebesian- 

io digc TTarzlagc 2 zum Schiiizen der Triigcrst ruklur als cine 
Schulzabdcckung ist durch einen warmcbcsliindigcn Klcb- 
sloiT 3 mil der Oberfliiche des Scnsorschip 1 verbunden. Der 
warmebeslandige KlcbsloiT 3 ist gcgenuber Wiirmebchand- 
lungslcmpcraturcn (zum Beispiel 150°C bis 18()°C) fur ci- 

15 nen Drahlkonlakiierungsschrilt und cincn TTarzvcrguB- 
schritMiic naehslehend beschricben werden, bcsliindig. Ge- 
naucr gesagi besl.eht die warmebestiindige TTar/.lage 2 aus 
cinem Material auf Polyimidbasis, das cine warmcbestan- 
dige Tcmpcratur von ungefahr 40()°C aufweisi und isl der 

20 warmebestiindige Klebst off 3 ein SilikonklebstofT, der cine 
warmebestiindige Tcmpcratur von ungefahr 23() q C aufweisi. 
Dies bedeutet, daB das Material auf Polyimidbasis bci eincr 
Tcmpcratur, die gleich oder klcincr als 400°C isl, nichl ther- 
rnisch vcrformt wird und daB der SilikonklcbslofT bci eincr 

25 Temperalur, die gleich oder klcincr als 230°C isl, nichl iher- 
misch ycrfonnl wird. 

Die warmebestiindige Harzlagc 2 wcisl Kontaktlochcr 
20b zum derarligcn F-rcilcgcn der AnschluBdiichcn lb aus 
diescn auf, daB die. AnschluBflachen 1 durch Konlaklicrcn 

M) iibcr Driihte 4 mil cinem Lei t err ah men 5 verbunden. sind. 
Der Sensorchip 1 ist durch cine Silbcrpaslc 6 fest an dem 
Lcitcrrahmcn 5 angebracht und der Sensorchip 1 und. der 
Jjciterrdiimen 5 sind vollstandig durch VergicBcn mil TTar/. 7 
verkapselt. 

:*S Als niichslcs wird ein Verfahrcn zum TTerstclIen des Bc- 
schieunigungssensors unler Bezugnahme auf die Fig. 2A bis 
21i crklart. 

lis folgt cine Beschreibung cincs in Fig. 2 A gezcigicn 
Schrilts. 

4i) Eine warmebeslandige Klcbclage 20, die ein r lcil 2 auf 
Polyimidbasis aufweisi, das mil deni SilikonklebstofT 3 be- 
deckt ist, wird vorbcreitci. Eine Dicke des Teils 2 auf .Polyi- 
inidbasis befindct sich vorzugsweisc in cinem Bercich von 
50 um bis 150 u" 1 zum Brlcichtcrn cincs Zertcilens in cinem 

45 nachfolgcnden Schritt und cine Dickc des Silikonklcbsiotls 
3 befindct sich vorzugsweisc in cinem Bercich von 10 pm 
bis 20 pm. 

FLs folgt cine Beschreibung cincs in Fig. 2B gezcigicn 
Schrilts. 

50 . ■ Vertiefungcn 20a werden derart auf der wannebestandi- 
gen Klcbclage 20 ausgcbildel, dnB verhindert werden kann, 
daB Tragcrstrukiuren la in cinem in Fig. 2D gezcigicn 
Schritt, in wclchem die warmebestiindige Klcbclage 20 mil 
cinem TTaibleitcrwafcr 10 verbunden wird, die warmebc- 

55 standige Klcbclage 20 beriihrcn. Die Vertiefungcn 20A wer- 
den unicr Vcrwcndung cincs 1 Hxcimcrlascrs ausgcbildel, 
wahrend cine Anzahl von Fcucrzcitcn gestcucri wird, um cr- 
wunschle Tiefcn von ihncn zu erzielen. Ms isl vorslcilbar, 
zum Vcrbesscm cincs Durchsaizcs der Verarbeiiung den T,a- 

60 serstrahl durch eine Maskc auf zuweiten, um den Lascrsirahl 
in mchrcre Strahlcn aufzutcilcn, oder eine Anzahl von T.a- 
sergcncraiorcn zu crhohen. 

Wcilcrhin werden die Konlaktlochcr 20b an Posit ioncn, 
die den AnschluBflachen lb des T Tal b I ciicr wafers 10 cnt- 

65 sprcchen, in der wiirmebe standi gen Klcbclage 20 ausgcbil- 
del. Die Verarbeiiung der Kontaktlochcr 20b kann durch den 
lixci me r laser oder durch Slanzcn durchgefuhrt werden. Jedc 
Offnungsflachc der Koniakllocher 20b kann klcincr oder 
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grtiBcr als die dcr jcweiligcn AnschluBdaehcn lb scin, vor- 
ausgcscizl, daB das Drahtkonlaklicren auf diescn ausgefuhrt. 
wird. Die Reihenfolgc /.urn Ausbildcn dcr Vcrticfungen 20a 
und dcr Konlakllochcr 20b ist nichl fcslgclcgl und die Kon- 
lakllochcr 20b konnen vor cinem Ausbildcn dcr Vcrlicfun- 5 
gen 20a ausgebildcl werden. 

Fig. 3 zeigt cine GrundriBgcstaltung dcr warmcbestandi- 
gen Kiebelagc 20. Die Vcrlicfungen 20a und die Kontaktlo- 
cher 20b sind derart ausgebildcl, daB sic Positional enisprc- 
chen, an denen Scnsorchips auf dem TTalbleilerwafer 10 aus- 10 
zubilden sind. Wciierhin sine! zum Ausrichlcn bc/uglich des 
Ilalbleiierwafers 10 Ausrichlungsmarkierungcn 20C auf dcr 
warnicbeslandigen Kiebelagc 20 ausgebildcl. Die Ausrich- 
tungsmarkierungen 20c sind Durchgangslocher, die durch 
cincn lixcimcrl&ser ausgebildcl werden. 15 

lis folgl cine Bcschreibung eines in Fig. 20C gezeiglcn 
Schrilis. 

Als niichstcs wird dcr TTalbleilerwafer 10 vorbcreitel, auf 
welcheni die Triigerslrukiuren la und die Aluminium- bzw. 
AI-AnsehluBflachcn lb ausgebildcl werden. Fig. 4 zcigi 20 
cine GrundriBgestallung des TIalblciterwafcrs 10. Wic cs in 
dieser Hgur gczeigt isl, sind /.urn Ausrichten bc/uglich dcr 
waniicbeslandigcn Kiebelagc 20 Ausrichlungsmarkierun- 
gcn Ic ausgebildcl. Tn Fig. 4 sind die AnschluBflachen 4 
weggelasscn. . 25 

, lis folgl cine Bcschreibung eines in Fig. 2D gezeiglcn 
Schrilis. 

Die warmcbestandige Kiebelagc 20 wird dcratl auf dcr 
Obcrfliichc des TIalblciicrwafcrs 10 angebracht, daB jede 
Ausrichlungsmarkicrung 20c dcr warmcbeslandigcn Klebe- 30 
lage 20 mil einer entsprechenden Ausrichlungsmarkicrung 
lc des TTalbleilerwalcrs 10 ubcrcinslimml. DemgemaB wer- 
den die Tragcrstrukturen la jeweils in den Vcrlicfungen 20a 
unicrgcbrachi . 

Bei dcrn Vcrbindungsschriit kann cine erwarmlc Wal/c 35- 
odcr derglcichcn auf dcr waniicbeslandigcn Kiebelagc 20 
gewal/i werden, urn die Lagc 20 zu crwarmcn, odcr kann 
cine Wal/c odcr derglcichcn auf dem crwarmtcn TTalbleiler- 
wafer 10 gewalzl werden, urn cin Erzcugcn von Hohlrau- 
men /.u vorhindem und urn cine Klebcfcsligkcit des Klcb- 40 
stolTs /u verbessern. Das Ausrichlcn dcr warnicbcslandigcn 
Kiebelagc 20 und des Ilalbleiierwafers 10 kann unlcr Vcr- 
wendung einer CCD-Kamera, die zwischen dcr warmebe- 
siandigen Kiebelagc 20 und dem Ilalblcitcrwafcr 10 ange- 
ordnctisl, vor cincm Vcrbindcn ausgefuhrt werden. In eini- 45 
gen Fallen kann . die Brcite dcr warmcbestandigen Kiebelagc 
20 vcrglichen mil dcr des TIalblciicrwafcrs 10 vcrschmalcrt 
werden, so daB cin RciBmusicr und derglcichcn frcigclegi 
werden. DemgemaB wird einfach nach cinem Verbindcn ge- 
prufl. ob die warmcbestandige Kiebelagc 20 und dcr TTalb- so 
Icilcrwafcr 10 an beslimmlen Positioned sichcr miteinandcr 
vcrbunden sind. AuBcrdem konnen nachfolgende Schritlc 
glcichmaBig ausgefuhrt werden. 

lis folgl cine Bcschreibung eines in Fig. 2E gezeiglcn 
Schrilis. . 55 

Dcr TTalbleilerwafer 10 wird durch Zerteilen cnilang des 
ReiBmusicrs rail den AnschluBflachen lb, die aus den Kon- 
lakllochcrn 20b freiliegen und als cine Referenz dienen, in 
die Scnsorchips 1 gclcill. Fig. 5 zcigi cincn Zustand. in dem 
dcr TTalbleilerwafer 10 durch cine Zertcilkiinge 8 zcncili 60 
wird. In Fig. 2H bczeichnei das Bezugszeichen 9 Schncidc- 
abschnitlc, die von dcr Zertcilkiinge 8 geschnitten werden. 

Danach wird, wic cs Fig. I gczeigt isl, einer der Scnsor- 
chips 1, dcr durch Zcncilen geschnitten isu durch cine Sil- 
berpaste 6 an dem Txilcrrahrncn 5 befestigt. Die AnschluB- 65 
flachcn lb werden durch Drahtkontakticrcn durch die 
Drahie 4 clcklrisch mil dem Ixiterrahmen vcrbunden und 
dann wird dcr ITalbleiterbeschlcunigungsscnsor mil TIarz 7 



vcrgossen. 

Bci dem zuvor beschricbenen Hcrslcllungsverfahren 
wird, wenn der Scnsorchip 1 durch die Silbcrpastc 6 an dem 
T.eilerrahmen 5 befcsligl wird, cine Warmcbchandlung bei 
ungefahr 150°C durchgefuhrt. Wenn das Drahtkonlaklicren 
unlcr Verwendung dcr Drahlc 4 durchgefuhrt. wird, wird 
cine wcilere Warmcbchandlung bei ungefahr 150°C durch- 
gefuhrt. Wciierhin wird, wenn das VcrgicBcn unlcr Vcrwen- 
dung des TTarzcs 7 durchgefuhrt wird, cine Wanncbchand- 
lung bei ungefahr 180°C durchgefuhrt. Tin Gcgcnsalz dazu 
bclragl, wic cs /uvor beschricben worden isl, die warmebc- 
slandigc Tempcratur des Teils 2 auf Polyimidbasis ungefahr 
400°C und bclragl die warmebcslandigc Tempcralur des Si- 
likonklcbstolTs 3 ungefahr 23()°C. Deshalb kann dcr ITalb- 
leilcrbcschleunigungssensor hcrgestcllt werden, wahrend 
die Form der warmcbestandigen Kiebelagc 20 crhallen 
blcibl. Im ubrigen wird dcr TTalbleilerwafer 10 bci dem Zcr- 
teilschritl an dcr Kiebelagc angebracht; jedoch isl cine Tsr- 
klarung, die die Kiebelagc bclriffi, in dem zuvor beschriebe- 
nen Herstcllungsvcrfahrcn weggelasscn. 

Nachslchcnd crfolgt die Bcschreibung eines zweiicn Aus- 
fuhrungsbeispicls dcr vorliegenden lirlindung. 

In dem crslcn Ausfuhrungsbcispicl wird, nachdem die 
Kontaktlocher 20b in dcr warmcbestandigen Kiebelagc 20 
ausgebildcl worden sind, die warmcbestandige Kiebelagc 
20 mil dem Ilalblcilerwafer 10 vcrbunden; jedoch konnen 
die Kontakllocher 20b wie folgl ausgebildcl werden, nach- 
dem die warmebcslandigc Kiebelagc 20 mil dem TTalbleiler- 
wafer 10 vcrbunden worden isl. 

Das Verfahrcn zum Herslcllen des Tlalblcilerbcschleuni- 
gungssensors auf dicsc Wcise wird unlcr Bc/ugnahmc auf 
die Fig. 6 A bis 6D erklari. Zucrst wird wie in dem crslcn 
Ausfuhruugsbeispicl die wiirmebestandige Kiebelagc 20, 
die aus dem Tcil 2 auf Polyimidbasis besteht, auf welches 
der Silikonklcbstoff 3 aufgciragen ist, vorbcreilct, wic cs in 
Fig. 6 A gc/cigl isl. Dann werden, wie es in Fig. 6B gczcigl 
isl, die Vcrticfungcn 20A auf dcr warmcbestandigen Kiebe- 
lagc 20 ausgebildcl. Danach wird, wic cs Fig. 6C gczeigt ist, 
die warmcbestandige Kiebelagc 20 auf dcr Obcrllachc des 
Halblcilerwafcrs 10 angebracht, nachdem ein Ausrichlcn 
derart ausgefuhrt worden ist, daB die Tragcrstrukturen la in 
den Vcrlicfungen 20a dcr warmcbestandigen Kiebelagc 20 
unicrgcbrachi sind. 

Als nachstcs werden die Kontaktlocher 20b durch cinen 
Excimcrlaser in der warmcbestandigen Kiebelagc 20 gcoff- 
ncL uni zum Drahtkontakticrcn die AnschluBflachen lb von 
dieser frcizulcgen. 

Wenn die AnschluBflachen lb aus Aluminium bzw. Al 
bestehen, sind Verarbeiiungsschwellwertc dcr wanncbe- 
standigen Kiebelagc 20 und von Al zueinandcr unlerschied- 
lich, wodurch cine hone Scleklivitiii vorgeschen wird. Des- 
halb wird, sobalddie AnschluBflachen lb frcigclegi werden, 
cine Alzgcschwindigkcit durch cincn Iixcimcrlaser plotzlich 
verringert odcr wird null. Danach wird wic in dem crslcn 
Ausfuhrungsbcispicl cin Zcrtcilen ausgefuhrt, unv cinzelne 
Scnsorchips 1 auszubilden, und schlieBlich wird dcr TTalb- 
Icilcrbcschlcunigungsscnsor. dcr in Fig. 1 gc/cigl ist, vcr- 
vollslandigl. 

Nachslchcnd crfolgt die Bcschreibung eines drittcn Aus- 
fuhrungsbeispiels der vorliegenden Erfindung. 

In den crslcn und zweilen Ausfuhrungsbeispiclcn werden 
die Veriiefungen 20a auf der wafmebesiandigen Kiebelagc 
20 ausgcbildei, urn die Tragcrstrukturen darin unierzubrin- 
gen; jedoch konnen Durchgangslocher in dcr wannebestan- 
digen Kiebelagc 20 ausgcbildct werden, urn die Vcrlicfun- 
gen mil einer andcren warmcbeslandigcn Klcbclage aus/u- 
bildcn. 

Das rierslcllungsvcrfahrcn in diescm Fall wird insbeson- 
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dcrc unler Bczugnahmc auf die Fig. 7A bis 71) erklart. Zu- 
erst wircl cine crslc wannebeslandige Klcbclagc 20, die das 
Toil 2 auf Polyimidbasis und den Silikonklebstoff 3 bcinhal- 
ici. dcr auf dasTeil 2 auf Polyimidbasis aufgeiragcn isl. vor- 
bcreilcl, wic cs in Fig, 7 A gczcigt ist Die Dickc des 'lei Is 2 5 
auf Polyimidbasis befindet sich vorzugsweisc in cincin Bc- 
reieh von 50 um bis 150 um und die Dicke des Silikonkleb- 
sioll's 3 beiindci sich vor/.ugsweise in cinem Bercich von 
10 pm bis 20 um. Dann werden. wic es in Fig. 7B gezcigi 
is I, durch einen Fxcimcr laser, Stan /.en oder dcrgleiehen 10 
Durcbgangslochahscbniitc 20c und Kontaktlocher 20d fur 
die AnschluBflachen lb in dcr warmcbeslandigen Klcbclagc 
20 ausgcbildet. 

Danach wird cine /.wcile warmebeslandige Klebelage 21, 
die in i wesent lichen den gleichen Aufbau wic die aufwcisl, 15 
die in Fig. 7 A gczcigt isl, vorbcrcitel und, wic es in Fig. 7C 
gezcigi isl, wird sic mil der crslen warmcbeslandigen Klebe- 
lage 20 durch Verklcbcn vcrcinigl, um dadurch cine wanne- 
beslandige Klebelage 22 aus/.ubilden. Demge ma 13 werden 
die Durchgan^slochabschnillc 20c sichlbarc Verde fungen. 20 
In dcr warmcbeslandigen Klebelage 22 dienen das Tcil 2 auf 
Polyimidbasis dcr ersl.cn warmbesiandigen Klebelage 20 
und die zweile' warmebestandigc Klcbclagc 21 zusammen- 
wirkend als cine warmebestandigc Harzlage 2a. 

Danach wird die warmcbcslandigc Klcbclagc 22 derarl 25 
auf dcr Obcrflache des ITalblcilcrwafers 10 angebrachl, daB 
die Tnigersirukturen jewcils in den sichibaren Verliefungcn 
unlergebrachl werden. Dann werden. wic es in Fig. 7D ge- 
/.eigi isl, durch einen Fxcimerlaser Ix3cher in dcr zwciten 
warmcbeslandigen Klebelage 21 derarl ausgcbildet, daB sic 30 
mil den jcwciligen Kontakllochcrn 20b in dcr crslen wanne- 
bcslandigcn Klcbclagc 20 vcrbunden sind, wodurch Kon- 
taktlocher 20c ausgcbildet werden, die die AnschluBflachen 
aus diesen freilcgen. Die Kontaktlochcr 20e konnen durch 
Schneiden der crslen wannebcslandigcn Klebelage 21 unler :K 
Vcrwendung cincr Zericilklingc mil cincr Sehnitlbrcite aus- 
gcbildet werden, wclchc das Drahtkontaklieren nichl nach- 
icilig becinlrachtigl. Danach wird wic in dent crslen Ausfuh- 
rungsbcispiel dcr Ualbleitcrwafcr durch Zerteilcn in ein- 
zelnc Sensorchips gcteill und wird dcr in Fig. 1 gezeigie 40 
Ilalbleil c rbesch leu n igu ngssen sor ve rvol 1st a ndigi . Dahc r 
konnen in dem dritten Ausfuhrungsbcispiel die Vcrtiefungcn 
/.urn Unterhringen dcr Tragcrsirukturen in ihncn unler Ver- 
wendung dcr Durchgangsldehcr, die in der warmcbestandi- 
gen Klebelage ausgcbildet sind. einfach ausgcbildet werden. 45 

In den zuvor beschricbenen crslen bis dritten Ausfuh- 
rungsbcispielen wird die warincbcstandige Klebelage, die 
das wannebeslandige TTarzieil beinhalict, das mil dem war- 
mebestandigen KicbsloH bedcckl isl, mil dem ITalbleitcrwa- 
fer vcrbunden. Alternaliv konnen, nachdein dcr wiinncbe- 50 
stiindige Klcbstolf durch Siebdruck oder dcrgleiehen auf 
eniweder die wannebeslandige TTar/schichi oder den Halb- 
leitcrwafcr gedruckt worden isl, die zwei Tcilc mitcinandcr 
vcrbunden werden. 

Nachstehend crfolgt die Beschreibung eines viertcn Aus- 55 
fuhrungsbei spiels dcr vorlicgendcn Erfindung. 

Der. in Fig. 1 gczeiglc ITalblcilcrbcschlcunigungsscnsor 
wird durch VcrgieBen mil Ilarz vcrkapsclt; jedoch kann dcr 
Sensorchip 1 in cincin Keramikgchausc unlergebrachl wer- 
den, wic cs in Fig. 8 gczcigt ist. In Fig. 8 ist dcr Aufbau des 60 
Sensorchip 1, dcr die Tragerstruktur la beinhalict, die von 
der warmcbeslandigen Klebelage 2 geschulzt wird, irn we- 
scntlichcn dcr gleiche wic der, dcr in Fig. 1 gczcigt isl. Der 
Sensorchip 1 isi in cinem Vcrticfungsabschniit eines Kcra- 
niikgehausckorpcrs 30 untcrgebracht. Der Gchausckorpcr 65 
30 hall metallische Driihle 31, die durch den Gchausckorpcr 
30 gchen und die A n sen I u 13 11 ache n lb des Sensorchips 1 und 
cine iiuBcre Schallung clckl risen verbinden. liin kerami- 



schcr Deckclabschnili 32 ist durch cincn Klcbstofl" 33 an 
dem Gchausckorpcr 30 angebrachl. um dadurch hemietisch 
das Innerc des Gehauses ab/.udichlcn. Tin ubrigen isl der 
Sensorchip 1 durch cine Silherpasle 34 an dem Gchausckor- 
pcr 30 befesiigi. 

Bei dem HerstellungsverfaJiren des TTalblcilerbeschleuni- 
gungssensors, der den zuvor beschricbenen Aufbau auf- 
wcist, wird, wenn der Sensorchip 1 durch die Silherpasle 34 
an dem Gchausckorpcr 30 befestigt wird, cine Warmcbe- 
handlung bei ungefahr 150°(.' durchgefuhn. lici dem Kon- 
taklicrungsschrill der Drahtc 4 wird auf cine ahnliche Weisc 
cine Wanuebchandiung bei ungefahr 150°C durchgefuhrt. 
Weilerhin wird, wenn der Deckclabschnili 32 an dem Gc- 
hausckorpcr 30 angebrachl wird. cine Wanuebchandiung 
bei ungefahr 180°C durchgefuhrt. Bei diesen Warmebc- 
handlungcn kann die Form des 'lei Is 2 auf Polyimidbasis 
iihnlich zu dem crslen Ausfuhrungsbcispiel crhaltcn b lei ben, 
da die wannebcslandigcn Tempera turcn des ' lei Is 2 auf Po- 
lyimidbasis und des Si likonklcbs toffs 3 hoher als die zuvor 
beschricbenen WanTicbchandlungslcmpcraLuren sind. 

Das TTcrstcllungsverfahrcn und dcr Aufbau dcr wannebc- 
slandigcn Klebelage in dem zwcilcn oder drill en Ausfuh- 
rungsbcispiel kann ebenso an dicjenigen in dicscm Ausfuh- 
rungsbcispiel angewendct werden. Wenn der Silikonklcb- 
sloff Silanolradikale (Si-C)H) beinhaJlel, kann die Wiinnc- 
bestandigkeil weiter vcrbessert werden. liin Polyimidklcb- 
stoff kann anstelle des SilikonklcbstofTs verwendet werden. 

Nachstehend crfolgt die Beschreibung eines funften Aus- 
fuhrungsbeispicls der vorlicgendcn Erfindung. 

In den nachstehend beschricbenen funften bis achlcn 
Ausfuhrungsbcispiclcn wird die vorliegendc lirfindung an 
cincr TTalhlciiervorrichtung angewendct, die cincn Ilalblei- 
terchip eines Typs mil bcidseilig frei liege rule n Oberflachcn 
mil einer Struktur beinhalict, bei welcher beide Oberniichen 
frcigelegt sind. 

Fig. 9 zeigl einen ITalbleiterbeschleunigungsscnsor gc- 
mal3 dem funften Ausfuhrungsbcispiel, bei welchcm cin 
Sensorchip 100 mil Harz 7 vcrgossen ist. Im wcileren Vcr- 
lauf werden gleiche Teilc und Komponcnlcn wic in den cr- 
slen bis viertcn Ausfuhrungsbcispiclcn mil den gleichen Be- 
zugszcichen bezcichnet. Es wird auf Fig. 9 verwiesen. Dcr 
Sensorchip 100 beinhalict ein SOI-Subslrat und dergleichen 
und cine Tragcrslmktur 100a, die cincn Aufbau aufweisl, 
dcr im wesenllichen dcr gleiche wie der der Tragcrsiruklur 
la ist, die in Fig. 1 gezeigi ist, isl unler Verwcndung von Mi- 
krovcrarbeitungsverfahren. Photolithographic vcrfahren und 
dcrgleiehen auf dem Substrat ausgcbildcl. Die Tragerstruk- 
tur 100a ist auf bciden Sciien cincr Hauploberflachc (einer 
obercn Flachc in Fig. 9) und cincr ruckscitigen Obernachc 
(einer untercn Flachc in Fig. 9) des Sensorchip 100 frcige- 
legt. 

Fine warmebestandigc Ilarzlagc 2. die in Fig. 1 gczcigt 
isl, isl als cine Abdeckung zum Schutzcn der TTauplobcrna- 
chc zum Schiitzen dcr Tragcrsiruklur 100a durch einen war- 
mebestandigen KlebstolV 3, der in Fig. 1 gczcigt ist, an die 
Hauptoberflache des Sensorchip 100 geklebt. Im wcileren 
Vcrlauf wird die warnicbcstandige Ilarzlagc 2 als cine erslc 
warmcbestandige Harzlage 2 bezcichnet, um sic von einer 
zwciten warnicbcstandigen Ilarzlagc 102. die nachstehend 
beschrieben wird, zu un terse heiden. Die erste wamiebestan- 
digc Harzlage 2 wcist Konlakllocher 20a zum Frcilegen von 
AnschluBflachen 100a aus ihnen auf. die auf dcr Oberfl ache 
des Sensorchip 100 ausgcbildcl sind. Die AnschluBflachen 
100b sind durch Koniaklicrcn durch Drahlc 4 mil cinem Lci- 
tcrrahmcn 5 vcrbunden. Die AnschluBflachen 100b sind im 
wesenllichen zu den in Fig. 1 ge/cigten AnschluBflachen lb 
ahnlich. 

Die z weilc warmcbcslandigc Harzlage 102 isl als cine 
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Abdeekung zurn Schiily.cn dcr ruckscitigcn Obcrflachc zum 
Schut/cn dcr Tragerstruktur 100a an dcr riickseitigcn Obcr- 
flachc dcs Scnsorchip 100 angeordnel. Die zweile warmebe- 
standige Harzlage. 102 kann durch Krwarmen wcich ge- 
macht werden, urn cine Haftkraft hervorzubringen, wodurch 
sic an dcr ruckscitigcn Obcrflachc des Scnsorchip 100 angc- 
brachl wird. Die zweile warmebestandige Har/Jagc 102 be- 
dccki den irn allgentcincn gcsamicn Bercich dcr ruckseili- 
gen Obcr(lache dcs Scnsorchip 100, uni die Tragcrslrukiur 
100a /.u schul/en. 

Die erstcn und /wcilcn warmebcslandigcn Harzlagcn 2, 
102 und dcr warmebestandige Klebstoif 3 weisen Wiirmc- 
bcstandigkcilscharaktcrisliken auf, die im wescnllichen die 
gleichcn wic dicjenigen dcr wamicbeslandigcn TTarzlagc 
und des warmebcslandigcn KIcbslolTs sind, die in dem er- 
stcn Ausfuhrungsbeispicl beschricben worden sind. Gc- 
naucr gesagl beinhallcn' die crsien und zweiten warmebc- 
slandigcn Ilar/lagcn 2, 102 jewcils Tcilc auf Polyimidbasis 
und bestcht dcr warmebestandige Klcbstoff aus Silikonkleb- 
siolT oder Polyimidklcbsloff. 

Dcr Scnsorchip 100 isl durch die zweite wanncbesiandigc 
Ilar/lagc 102 an dcin Leilerrahmcn 5 bcfcsiigl und isl voll- 
slandig mil dem liar/ 7 vcrgosscn. Die zweite wanncbestan- 
dige Ilarzlagc 102 kann aus cincm Polyimidklcbstofhlm be- 
slcheri; welcher durch Erwannen wcich gcmachl wird. 

Als nachsies wird cin TTcrstcllungsvcri'ahrcn des in Fig. 9 
gezciglen Beschlcunigungssensors untcr Bezugnahme auf 
die Fig. 1()A bis 10D crklart. Punktc dieses Herstellungsver- 
fahrens, die zu denjenigen in den Fig. 2 A bis 2Ii in dem cr- 
sien Ausfuhrungsbeispicl unierschiedlich sind, sind, daB das 
Vcrfahren an dcrn Halbleiicrchip dcs 'IVps mil. beidseilig 
freiliegcndcn Oherflachcn angewendet wird und daB die 
zweile warmebestandige Harzlage 102 auf dcr riickseitigen 
Obcrflachc des Chip vorgesehen wird. 

/uerst wird in cincm Schriti, dcr in Fig. 10A gezeigl isl, 
cin Halhleitcrwafcr 110, auf wclchcm Tragcrsi.ru klu re n 
100a. die an cincr Haupioberflachc und cincr rucksciligen 
Obcrflachc dcs Wafers 110 freilicgcn, und die Aluminium- 
anschluBflachen 100b ausgebildel sind, vorbcrcitel. Fig. 11 
zcigt cine GrundriBgestallung dcs Halblcilcrwafcrs 110, ob- 
gleich sie die Anschluf3(lachcn 100b von diescm weglaBt. 
Wic cs in dicscr Figur gezeigl isl, werden die Tragerstruktu- 
ren 100a an Positioned ausgcbildet, die Chips entsprechen, 
und werden Ausrichtungsmarkicrungen 100 zurn Ausrich- 
tcn bezuglich cincr waniicbcslandigcn Klebclage 20 ausge- 
bildel. 

In cinem in Fig. 1 0B gczeigtcn Schriti wird die wanncbe- 
siandigc Klebclage 20 auf die Wcisc, die im wescnllichen 
die gleiche, wic die dcs in Fig. 2C gcv.cigicn Schrills isl, mil 
dcr TIauptoberflache des Halblciterwafers 110 verbunden. 
Tni ubrigen bcslehi die wanncbesiandigc Klebclage 20 aus 
dcr erstcn warmebestandigen Ilarzlagc 2, die aus dem Toil 
auf Polyimidbasis bcslcht, das mil dem warmebcslandigcn 
Klcbstoff 3 bedeckt ist, dcr aus SiiikonklcbstolT bestcht, und 
wcisl die Verticfungen 20a, die Kontaktiochcr 20b und die 
Ausrichtungsmarkicrungen 20c auf sich auf, die in den in 
den Fig. 2A und 2B gczeigtcn Schrill.cn ausgebildel werden. 
DemgemaB isl die erste warmebestandige Ilarzlagc 2 mil 
dem sich dazwischen befindenden warmebestandigen Kleb- 
stotT3 mil dem Halbleiterwafer 110 verbunden. 

Als nachsies wird in einem in Fig, IOC gezcigten Schritt 
die zweitc warmebestandige Ilarzlagc 102, welchc aus ci- 
nem Tcil auf Polyimidbasis bestchu das cine Fiachc auf- 
weisl, die zurn Bedcckcn dcr gesanuen rucksciligen Obcrfla- 
chc dcs Halblcilcrwafcrs 110 ausreichend ist, durch Erwar- 
mcn weich gcmachl und mil der hintcrcn Obcrflachc dcs 
Halblciterwafers 110 verbunden. Zu diescm Zeitpunkt kann. 
da die Tragcrstruklur (das Erfassungslcil) 100a von dcr war- 
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mebcsiandigcn Klebclage 20 auf dcr Haupioberflachc dcs 
Wafers 110 geschulzl wird, die zweile warmebestandige 
Harzlage 102 cinfach an dcrn Wafer 110 angebracht werden, 
welcher umgedrchl bzw. auf den Kopf gcslcllt win!. 
5 Dann wird in cinem in Fig. 10D gczeigtcn Schriti, dcr 
TIalbleilcrwafcr 110, mil wclchcm die crslcn und zweiten 
warmebcslandigcn Harzlagcn 2, 102 verbunden sind, durch 
Zerteilcn in Chips gclcill. Dieses Zcrieilen wird im wescnl- 
lichen auf die gleiche Wcisc wic die in Fig. 2 gczeigie aus- 
10 gefuhrt. Fig. 12 zcigt cinen Zustand, in dcrn dcr Wafer 110 
durch cine Zertcilklinge 8 geschnitten wird, Danach wird ci- 
ncr der Chips 100, dcr durch Zerteilcn gclcill ist, wic cs in 
Fig. 9 gczcigt isu durch Weichmachcn der /.wcilcn warme- 
bestandigen Ilarzlagc 102, die an den Leilerrahmcn zu klc- 
15 ben ist, an dem I^eiterrahmcn 5 bcfcsiigl. Wcilerhin wird, 
nachdem die AnschluBllachcn 100b durch Kontaktieren 
ubcr die Drahie 4 mil dem Leiicnahmen 5 verbunden wor- 
den sind, dcr Scnsorchip 100 mil dcrn Harz7 vcrgosscn, wo- 
durch der Halbleilcrbcschlcunigungssensor vcrvollstandiet 
20 isl. 

Bci dem zuvor beschricbenen Herstellungs vcrfahren 
wird, wenn dcr Scnsorchip 100 an dem Leilerrahmcn 5 be- 
fcsligt wird, cine Wanncbehandlung bci ungefahr 180°C 
durchgefuhrt. Bci dem Konlaktierungsschrill dcr Drahie 4 
25 wird cine weitcre Wanncbehandlung bci ungefahr 15()°C 
durchgefuhrt. Weiterhin wird bci dem HarzvcrguB schritt 
cine Wanncbehandlung bei ungefahr 180°C durchgefuhrt. 
Jedoch bleiben wic in dcrn ersten Ausfuhrungsbeispicl die 
Formcn dcr erstcn und zweiten warmebestandigen Harzla- 
30 gcn r ^ 102 wiihrend dicscr Warmebehandlungen crhaltcn, da 
die Teilc auf Polyimidbasis, die die erstcn und zweiten war- 
mebcslandigcn Ilar/lagcn 2, 102 bilden, cine wanncbestan- 
dige Tcmperatur von ungefahr 400°C aufweiscn. 
AuBerdem kann in diescm Ausfuhrungsbeispicl, da die 
35 Seile dcr rucksciligen Oberflache des Scnsorchip 100, auf 
welcher die Tragerstruktur 100a frcigelcgl ist. durch die 
zweile wanncbesiandigc Harzlage 102 mil dcrn Lcitenah- 
mcn verbunden isl, cin Anbringcn dcs Scnsorchip 100 an 
dcrn Lciterrahmcn mil irgendeinem KlcbstolT weggelasscn 
40 werden, wodurch ein deraniges Problem vcrhindcrt wird, 
daB Klcbstoff an dcr Tragerstruktur 100a klcbl. Wcilerhin 
klebt, wenn der Chip 100 mil Harz vergossen wird, aufgrund 
dcs Vorhandenscins der zweiten wannebeslandigcn Harz- 
lage 102 das Harz nicht an der Tragcrstruklur 100a durch 
45 Eindringcn von der rucksciligen Obcrflachc 100. In diescm 
Ausfuhrungsbeispicl bestehen die ersten und zweiten war- 
mebcslandigcn Ilarzlagen 2, 102 aus transparcnten Tcilcn 
auf Polyimidbasis. Dcshalb konncn cine bewcgliche Flck- 
trodc der Tragcrsiruktur 10()a und cine fesie HIckLrodc durch 
50 die Lagen 2, 102 bcobachlcl werden. Dies laBt cine visuellc 
Untersuchung in einem Zustand zu, in dem die Lagen, das 
heiBt, die Schutzabdcckungcn, an dcrn Scnsorchip 100 an- 
gebracht werden. 
Nachstehend crfolgt die Beschrcibung eincs scchstcn 
55 Ausfuhrungsbeispiels dcr vorlicgenden lirlindung. 

Ein weiteres Hcrstellungsverfahren dcs in Fig. 9 gezcig- 
ten Halblcitcrbeschlcunigungsscnsors wird unier Bczug- 
nahmc auf die Fig. 13A bis 13C erklart. Das Hersicllungs- 
verfahrcn in dem sechsten Ausfuhrungsbeispicl ist gcgen- 
60 ubcr dem in den Fig. 6A bis 6D in dem zweiten Ausfuh- 
rungsbeispicl gczeigtcn Vcrfahren abgcandcrt. 

Zucrsl wird in cinem Schritt, der in Fig. 13A gezeigl ist, 
die warmebestandige Klebclage 20, welchc durch die in den 
Fig. 6A und 6B gczeigtcn Schrittcn dcrari ausgebildel wird, 
65 daB sic die Verticfungen 20a aufwcisl, mil dcr ITauptobcrfla- 
chc dcs Halblcilcrwafcrs 110 verbunden. Das Vcrfahren ist 
im wescnllichen das gleiche wic das dcs in Fig. 6C gczeig- 
tcn Schrills, Als nachsies werden in cinem in Fig. 13B ge- 
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zciglen Schriu die Koniaktlochcr 20b zum Drahlkoniaktie- 
rcn an Positioncn, die den AnschluBflachen 100b entspre- 
chcm.im wesenllichcn auf die gleiche Wcise wie die, die in 
Fig. 6D gc/cigl. isl, ausgehildci.. Dann wird in cinem in Fig. 
13C gc/.cigtcn Schritt, die zwcile warmcbeslandigc Har/- 
lage 102 ifn wesent lichen auf die gleiche Wcise, wie sic un- 
lcr Be/.ugnahme auf Fig.- 10C in dem ftinflcn Ausfuhrungs- 
beispiel beschrieben worden isl, mil der ruekscitigen Ohcr- 
flachc des Hal b I eiicr wafers 110- verb unden. Danach wird 
wic in dent fun tic n Ausfuhrungsbeispiel der Wafer 110 
durch Xerteilen in (.'hips geleill und schlicBlich wird der 
ITalblciterbcschieunigungssensor, der in Fig. 9 .gc/cigl isl. 
vcrvollslandigl. DenigemaB konncn die gleichen lilTeklc 
wic dicjenigen in dcrn funften Ausfuhrungsbeispiel cr/icll 
werden. 

Nachslehcnd crfolgt die Beschreibung cincs siebten Aus- 
fuhrungsbcispiels der vorliegenden lirhndung. 

Tiin wcilcrcs Hcrstcllungs verfahrcn des in Fig. 9 gczeig- 
ten TIalbleiterbeschleunigungsscnsors, das zu denjenigen in 
dem funften und scchslcn Ausfuhrungsbeispiel un terse hi cd- 
lich isl, wird unlcr Be/.ugnahme auf die Fig. 14A bis 14C er- 
klurt . Das Herslellungsvcrfahren in dem. siebten Ausfuh- 
rungsbeispiel isl von dem in dem unier Be/.ugnahme auf die 
Fig. 7A bis 7D in dem ciriltcn Ausfuhrungsbeispiel erklarten 
abgeandcrl. 

Zucrsl wird in cine in in Fig. 14A gczeigtcn Schriu die 
w an ite be standi ge Klebelage 22, welchc durch die in den 
Fig. 7A, 7B und 7C gezcigtcn Schriltc ausgcbildct worden 
isl. mil der Hauptoberflachc des ITaJbleitcrwafers 110 vcr- 
b unden. Das Verfahrcn isl im wesenllichcn das gleiche wie 
das des in Fig, 7D gczeigtcn Schrills. In diescm Ausfuh- 
rungsbeispiel cnispricht die warmebcsiandige Harzlage 2a 
der wannebesiandigen < Klebelage 22 der ersien warmebe- 
standigen TIarzlagc 2a. 

Als niichslcs wird in cinem in Fig. 14B gczeigtcn .Schriu 
die zwcile wanriebcstandige TTar/lage 102 im wesenllichcn 
auf die gleiche Wcise wic der unlcr Be/.ugnahme auf Fig. 
10C in dem funften Ausfuhrungsbeispiel crklaric Schriu mil 
der ruekscitigen Obcrflachc des Halbleilcrwafcrs 110 vcr- 
bunden. Danach wird ahnlich zu dem funften. Ausfuhrungs- 
beispiel cin Zertcilcn dcrarl ausgefuhrt, datf der. Wafer 110 in 
cinzelnc Chips geleill wird. wie es in Fig. 14C gczeigl isl, 
und schlicBlich wird der TTalblcucrbeschlciinigungssensor, 
der in Fig. 9 gczeigl isl, vcrvollslandigl. DemgemaB konncn 
die gleichen Effcklc wic dicjenigen in dem funften Ausfuh- 
rungsbeispiel erzielt werden. 

Nachstchcnd erfolgt die Beschreibung cincs achten Aus- 
flihrungsbeispicls der vorliegenden Erfindung. 

Tn dem achten Ausfuhrungsbeispiel wird der in Fig, 9 gc- 
zeigl c Scnsorchip 100 nichl mil Harz verges sen. sonde rn in 
eineni Kcraniikgehause untergebracht. Das heiRt, in dem 
achten Ausfuhrungsbeispiel wird der Scnsorchip 100 cincs 
Typs mil bcidscitig freilicgenden Oberilachcn an der Struk- 
tur in dem vicrtcn Ausfuhrungsbeispiel angewendcl. Fig. 15 
zcigt den Haiblciterbcschicunigungssensor in diesem Aus- 
fuhrungsbeispiel. 

Der Aufbau des Scnsorchip 100. der mil den ersten und 
zwcilcn warmebestandigen TTarzlagen 2, 102 bedeckt isl, ist 
im wescnl lichen der gleiche wie der in Fig. 9 gezcigte. Der 
Scnsorchip 100 isl mil der zwcilcn warmebestandigen Harz- 
lage 102. die an die innere Wand des Vertiefungsabschnilts 
geklcbt isl. fesi in cinem Vcnicfungsabschnilt eincs Kcra- 
mikgehausckorpers 30 unicrgcbrachl. 

Die ersien und zweiicn wannebesiandigen Harzlagcn 2, 
102 wcise n Warmcbcslandigkcitscharaktcristikcn auf, die 
gegenuber einer Wannebchandlungstcnipcratur zum Befe- 
stigen des Scnsorchip 100 an dem Gehause bestandig sind. 
Das hciBt. bei dem Herslellungsvcrfahren des TTaJbleitcrbc- 
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schlcunigungssensors, der cincn zuvor beschricbenen Auf- 
bau aufweist, wird cine Wan nc be hand lung bei ungctahr 
180°C durchgefuhrt. wenn der Scnsorchip 100 an dem Ge- 
hause korper 30 angebracht wird. Bei dem Kontaktierungs- 
5 schritt fur die Drahte 4 wird cine Warmebehandlung bei un- 
gelahr 15()°C durchgefuhrt. Weilcrhin wird, wenn cin kcra- 
rnischcr Dcckelabschnitl 32 durch cincn KIcbslolT 33 an 
dem Gehausekorper befestigt wird, cine Warmebehandlung 
bei ungefahr 1 80°C durehgefuhn. 

to Ungeachlcl dieser Warmcbchandlungen kann auf ahnli- 
chc Wcise. da die warmebestandigen Temperat uren dcrTcile 
auf Polyimidbasis. die die ersien und zwcilcn warmebestan- 
digen TTarzlagen 2, 102 bilden und des Silikonklcbsloffs, der 
den wannebesiandigen Klcbsloff 3 bildet. hoher als die zu- 

15 vor beschricbenen Warmchehandlungslemperaluren sind, 
der Halbleiterbcsehlcunigungssensor hergestclll werden. 
wahrend die Fonnen der wannebesiandigen TTarzlagen 2, 
102 erhallcn blciben. Weilcrhin trill in diescm Ausfuhrungs- 
beispiel kein derariiges Problem auf. daB der KIcbslolT an . 

20 der T Yagers i ruklur 100a klcbi. da die zwcile warmebcsian- 
dige TTar/lage 102 vorhanden ist. lis ist crsichtlich, daB die 
TTcrst ell ungs verfahrcn und Aufbauten in .den scchslcn und 
sicbtcn Ausfuhrungsbcispielen an diescm Ausfuhrungsbei- 
spiel angewendcl werden konncn. . . 

25 Wenn der SilikonklcbslufT Silanolradikale (Si-OTT) bein- 
. hallet, kann die Warmebcstandigkcil wcilcr verbessert wer- 
den. Polyimidklcbsioffe konncn anstelle des Silikonklcb- 
sloffs verwendet werden. Die zwcile wanncbestandige 
TTar/Jagc 102 kann durch cincn waniicbestandigcn Klcb- 

30 stoff. der ahnlich zu dem warmebcsiandigen KIcbslolT 3 isl, 
mil dem TTalbleilerwafer 110 verbunden werden. Weilcrhin 
kann die zwcile warmebcsiandige TTar/lage 102. durch den 
warmebcslaiuligen Klcbsloff eutweder mil dem Lcilcrrah- 
mcn 5 odcr dem Vcrliefungsabschnill des Cjehausckorpcrs 

35 30 verbunden werden. In diesem Fall wird durch die sich da- 
zwischen behndende zwcile wannebcsiandigc Harzlage 102 
vcrhinderl, daB der warmebcsiandige KIcbslolT an der Tra- 
gerstruktur 100a klebl. 

Die vorliegende Frfindung ist nichl auf das Scnsorele- 

40, nient beschriinki, das ein bewcgliches Teil, wie zum Bei spiel 
cine Tragerstruktur, beinhaltct und kann an andcrcn ITalblei- 
lerclcinenicn, die zum Bei spiel cine Luftbruckcnvcrbin- 
dungsstruktur beinhallen, die cine kleine nicchanischc Fe- 
sligkcil aufwcisl. angewendcl werden. 

45 Wahrend die vorliegende Krfindung unlcr Bezugnahme 
auf die vorhergchenden Ausfuhrungsbcispiclc gc/cigl und 
beschrieben worden ist, isl es fur Fachlcute crsichtlich, daB 
Andcrungen in Forrn und Deiail an ihr durchgefuhrt werden 
konnen, ohnc den Umfang der T krfindung zu vcrlassen, wie 

50 er in den beiliegcnden Anspruchen delinierl ist . 

GeniaB der vorliegenden Frlindung ist cine warmebcsian- 
dige Harzlage als cine Schui/abdeckung zum Schut/en ei- 
ner Tragerst ruklur, die auf cinem TTalbleiterchip vorgesehen 
ist, durch cincn warmebestandigen Klcbsloff mil dem Halb- 

55 leilerchip verbunden. Die wannebcsiandigc Harzlage be- 
steht aus cinem Teil auf Polyimidbasis und der wannebc- 
siandigc KIcbslolT bcsichi aus cinem SilikonklcbstofT. Die 
warmebcsiandige Harzlage wird wahrend cincs ITerslel- 
lungsvcrfahrens des Halbleilerchip nichl vcrfonnl. AuBer- 

60 dem dringi wahrend cincs Zertcilcns kein Schleilwasscr in 
den Halbleilerchip ein. 

Paten tanspruchc 

65 1. TTalblcitcrvorrichiung, die aufweist: 

cincn Halbleilerchip (1, 100), der cine TTalbleilerstruk- 
lur aufweist. die auf einer nauplobcrflachc des Halblci- 
tcrchip (1, 100) freigclegt isl; 
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cine AnschluBflSchc (lb, 100b), die auf dcrn Halblei- 
tcrchip (1 , 100) vorgeschen isL, Pur cine elektrische Vcr- 
bindung; 

einen Drahl (4), der mil. der AnschluGllache (lh. 100b) 
verbunden ist; ' 5 

cine haupiseiiigc Sehutzharzlage (2, 2a), die auf der 
Uauptobcrfliichc des TlaJbleitcrchips (1, 100) angeord- 
net isi, uni die I lalbleiicrstruktur zu bcdcckcn, und cine 
Offnung (20b, 20c) aufwcisl, aus wclehcr die An- 
schluGllache (lb, 100b) freiliegt und der Drahl (4) her- 10 
vorstehi; und 

cincn haupiseitigen waniiebeslandigcn KiebstolT (3). 
der zwisehen der Schuizhar/iage und dem TTalblciter- 
chip (1, 100) angeordnet isi, zum Bcfcstigcn der haupi- 
seitigen Schuizharzlagc (2, 2a) an dem Scnsorchip (1, 15 
100), wobei 

die haupiseiiigc Sehutzharzlage (2, 2a) und der haupi- 
scitigc warmebcslandige KiebstolT (3) ersle und zwcile 
warniebeslandige Tenipcralurcn aufweisen; die hoher 
a!s cine ersle Tcmperalur sind. bei wclehcr der Drain 20 
(4) dureh Koniakliercn an der AnschluISHache (lb, 
100b) befesligl werden kann. 
,2. ITalbleiiervorriehiung nach Anspruch i, gekenn- 
zeichnel durch: " 
-cincn Leiierralmien (5), tier den ITalblcilerehip (1, 100) 25 
fesl auf sieh auf eincr Seite halt, die der haupiseitigen 
Schuizharzlagc (2, 2a) gegcnuberliegl; und 
ein TTarzteil, das den ITalblcilerehip (1, 100) und den 
Lcilerrahmcn (5) in sieh mil eincr bestimmtcn Form 
verkapselt, wobci < 30 
die erslen und zweiien warmebcsiandigen Tcmperalu- 
ren hoher als zwcile und dritte Temperaturcn sind, wo- 
bei bei der zweiien Temperatur der Halbluilereliip (1, 
100) auf deni Lcilerrahmcn (5) befesligl werden kann 
und bei der drittcn Tcmperalur das TTarzteil (7) in die :« 
beslimmtc I ; ornt vcrgossen werden kann. 

3. TTalbleilervorriehtung nach Anspruch 1, gekenn- 
zeichncl dureh: 

cincn Gehausekorper (30), der fesl den Ilalbleilerchip 
(1, 100) und die haupiseiiigc Sehutzharzlage (2, 2a) in 40 
sieh unterbringt; und 

ein Dcekclteil (2), das an dem Gehausekorper befesligl 
isi, zum Bcdecken des TTalbleilerchip (1, 100), wobei 
die erslen und zweiien wannebcslandigen Teniperatu- 
rcn hoher als zwcile und dritie Teniperaturcn sind, wo- 45 
bei bei der zweiien Tcmperalur der Ilalbleiterchip (1, 
100) an dem Gehausekorper (30) befesligl werden 
kann und bei der dritien Temperatur das Dcekclteil (2) 
an dem Gehausekorper (30) befesligl werden kann. 

4. Ilalblcitcrvorrichtung nach Anspruch 3, gekenn- 50 
zcichnci durch eine Verbindungscinrichtung (31), die 
sieh in den Gehausekorper (30) ausdehnl und die An- 
schluBflachc (lb, 100b) durch den Drahl (4) verbindet, 
wobei die erslen und zweiien warmebestandigen Tem- 
peraturen hoher als eine Tcmperalur sind, be! welcher 55 
die Verbindungscinrichtung (31) durch Koniakliercn 
mil dem Drahl (4) verbunden werden kann. 

5. ITalbleiiervorriehiung nach Anspruch 1, gekenn- 
zcichnct durch: 

cine ruckseilige Sehutzharzlage (102), die auf einer 60 
Scite, die der haupisciligcn Sehutzharzlage (2, 2a) ge- 
genuberliegl, mil dem Halbleitcrchip verbunden isi; 
und 

cincn Lcilerrahmcn (5), der den ITalblcilerehip (1, 100) 
durch die ruckseilige Schuizharzlagc (102) fesl auf sieh 65 
hall, wobci 

die TTalbleiterstruktur auf der ITaupiobcrtlachc und ei- 
ncr ruckseitigen Oberflache, die der Hauplobcrflachc 
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des TTalbleilerchip gegcnuberliegl, freigelegi isi. und 
von den haupiseitigen und rucksciligen Schutzhar/.la- 
gen bedeckt wird, und 

die erslen und zweiien warmebestandigen Teniperatu- 
rcn und cine dritte warniebeslandige Temperatur der 
ruckseitigen Sehutzharzlage (102) hoher als die ersle 
Tcmperalur und cine zwcile Temperatur sind, bei wcl- 
ehcr der Ilalbleiterchip (1, 100) an dem Lcilerrahmcn 
(5) befesligl werden kann. 
6. TTalbleitcrvorrichlung, die aufwcisl: 
einen TTalbleilerchip (1, 100); 

cine haupiseiiigc Sehutzharzlage (2, 2a), die aus einem 
warmebcsiandigen ITarz bcslcht und auf dem TTalblei- 
lerchip (1, 100) angeordnet ist; 
einen haupiseitigen warmebcsiandigen KiebstolT (3), 
der zwisehen der haupiseitigen Sehutzharzlage (2, 2a) 
und dem TIauplleiicrchip (1, 100) angeordnet isi, zum 
Bcfcstigcn der haupiseitigen Sehutzharzlage (2, 2a) an 
deni Halbleitcrchip (1, 100); und 
ein Harzieil. das den ITalblcilerehip (1, 100) und die 
hauptseitige Sehutzharzlage (2, 2a) in sieh mil eincr be- 
stimmtcn Form verkapselt, wobei 
die haupiseiiigc Sehutzharzlage (2, 2a) und der haupi- 
seiiigc warmebcslandige KiebstolT (3) ersle und zwcile 
warmebcslandige Temperaturcn aufweisen, die holier 
als eine ersle Temperatur sind, bei welcher das TTarzteil 
in die beslimmtc Form vcrgossen werden kann. 
7. TTalbleilervorriehtung nach Anspruch 6, gekenn- 
zeichnet dureh cine ruckseilige Sehutzharzlage (102), 
die auf eincr Scite, die der haupiseitigen Sehutzharz- 
lage (2, 2a) gegenuberliegL mil dem TTalbleilerchip 
verbunden ist, wobci die ruckseilige Sehutzharzlage 
(102) cine dritie warniebeslandige Tcmperalur auf- 
wcisl, die hoher als die ersle Temperatur ist . 
- 8. TTalbleilervorriehtung, die aufwcisl: 
einen Ilalbleiterchip; 

einen haupiseitigen wannebcslandigen Klcbsloff (3), 
der auf dem ITalblcilerehip angeordnel ist ; 
eine hauptseitige Sehutzharzlage (2, 2a), die aus eincm 
warmebcsiandigen Harz bcslcht und mil dem sieh da- 
zwischen befindenden haupiseitigen warmebestandi- 
gen KiebstolT (3) an dem Halbleitcrchip befesligl ist; 
und 

ein Gehausc. das den TTalbleilerchip und die hauptsei- 
tige Sehutzharzlage (2, 2a) lest in sieh unterbringt, wo- 
bci 

die hauptseitige Sehutzharzlage (2, 2a) und der haupi- 
seiiigc warmcbestandigc KlebstofT (3) erste und zwcile 
warniebeslandige Teniperaturcn aufweisen, die hoher 
als eine ersle Temperatur sind, bei welcher der TTalblei- 
lerchip an dem Gehausc befesligl werden kann. 
-9. TTalbleitcrvorrichlung nach Anspruch 8, gekenn- 
zeiehnei, durch cine ruckseilige Sehutzharzlage (102), 
die auf eincr Scite, die der haupiseitigen Sehutzharz- 
lage (2, 2a) gegenuberiiegU mil dem Halblciterchip 
verbunden ist, wobei der TTalbleilerchip durch die ruck- 
seilige Sehutzharzlage (102) an dem Gehausc befesligl 
ist und die ruckseilige Sehutzharzlage (102) eine dritte 
warniebeslandige Tcmperalur aufwcisl, die hoher als 
die ersle Temperatur ist. 

10. TTalbleilervorriehtung nach einem der Anspruche 
1, 6 und 8, dadurch gekennzeichnet. daB die hauptsei- 
tige Schuizharzlagc (2, 2a) aus Polyimid bcslcht. 

11. Halbleitcrvorrichtung nach einem der Anspruche 
1, 6 und 8, dadurch gekennzeichnet, daB der haupisei- 
iigc warmebcslandige KiebstolT (3) einen Silikonkleb- 
sioff beinhallet. 

12. TTalbleilervorriehtung nach einem der Anspruche 
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X-7 unci 9, dudurch gckennzeichnci, daB mindestens 
eniwcdcr die haupisciiigc oder rucksciligc Schulzharz- 
lagc transparent isl. 

1.1. 1 lalhlciiervorriehlung nnch cinem dcr Anspruchc 
5. 7 und 9, dadurch gekennzcichncl, daB die hauplsciii- 5 
iien iiiul rucksciligcn Schutzhar/lagcn aus Poly i mid be- 
slehen. 

14. I ialhlciiervorrichtung nach eineni der Anspruchc 
5, 7 und 9. dadurch gekennzcichncl, daB die rucksciligc 
Schui/har/lagc durch cincn rucksciligcn warmcbeslan- 10 
diu.cn Klebsioff mil dem 1 lalbleilerchip verbunden isl. 

15. IKalhlciier\'ofrichtung nach cinem dcr Anspruchc 
7. 9 und 14. dadurch gekennzcichncl, daB die haupisei- 
ligen und rucksciligcn warniebcstandigcn KlcbstolTe 
cincn Silikonklebstol'i hcinhaltcn. 15 

Verlahren /um llcrsicllen cincr Tlalbleilcrvorrich- 
mng. ilas die folgendcn Schriue aufweisi: 
Vorbereiicn eines I la IMciicr wafers (10), dcr cine TTalb- 
leilerstrukiur beinhallcl und aufsich cine AnschluBfla- 
chc ( 1 b, 100b i I iir cine clcktrische Verbindiing hall: 20 
Verbinden cincr haupiseiligen warniebcstandigcn 
TIar/lage (2. 2a) durch cincn haupiscitigcn warniebc- 
standigcn KlchMolT(J) mil dem Ilalblcilerwafer (10), 
uni die I lalbleilcrsiruklur /u schulzcn; 
Ausbildcn cincr OlTuung (20b. 20c) in der wlinncbe- 25 
standigen llar/lagc /.um I'reilcgcn dcr AnschluBflachc 
(lb, 100b) aus dieser: 

Verbinden eines Drahis (4) mil tier AnschluBflachc (lb. 
100b) durch Druhikontaktiercn in cinem Zusland, in 
dem die AnschluBllache (lb. 100b) aus dcr Offnung 30 
(20b, 20c) dcr haupiseiligen warn ic be standi gen ITarz- 
lagc (2, 2a) freigelegl isl. 

17. Vcrfahrcn nach Anspruch 16, dudurch gekenn- 
/.eiehnei, daB der Sehrili cincs Ausbildens der OtTnung 
(20b, 20e) dem Sehrili eines Verbindens des hauptseili- 35 
gen wannebesiandigcn Klebstolfs (3) mil dem Tlalblei- 
icrwafer (10) vorhergehl. 

18. Vcrlahren nach Anspruch 16, gckcnn/cichnei 
durch die folgendcn Schriue: . 

Verbinden cincr rucksciligcn wiinuebeslandigen TTar/- 40 
lagc (102) niit dem TTalblcilcrwafcr (10) auf cincr 
Seite, die der hauptseiligen warmcbcslandigcn TTar/- 
lagc gegenuberliegl, um die T lalbleilcrsiruklur auf dcr 
Scilc zu schulzcn, die dcr haupiseiligen warniebcstan- 
digcn I Tar/lage gegenuberliegl; 45 
Schncidcn des TIalblcilerwafers (10), mil welchent die 
haupiseiligen und rucksciligcn warmcbestandigen 
TTar/.lagcn verbunden sind, in cine Mchr/ahl von TTalb- 
Icilcrchips durch Zcncilen: und 

Verbinden von cinem dcr Mchr/ahl von Halblciter- 50 
chips-mil cinem T .cilcrrahmen (5) durch die rucksciligc 
warmcbcsiandigc TIar/.lagc. wobei dcr cine dcr Mehr- 
/.ahl von T T al b lei lcrc hips die AnschluBflache (lb, 100b) 
beinhallcl, die aus der OlTnung (20b, 20c) dcr haupisei- 
ligen warmcbestandigen Harzlage (2, 2a) freigciegt isl. 55 
wobci 

dcr Schriu cincs Vcrbindcs des Drahts (4) mil der An- 
schluBflache (lb, 100b) an dem cinen dcr Mchrzahl 
von TTalblci lcrc hips ausgefuhn wird. 

19. Vcrfahrcn /um TTcrstellcn cincr Halbleitervorrich- 60 
tung, das die folgendcn Schriue aufweist: 

Vorbereiicn cincs TIalblcilerwafers (10), dcr cine Halb- 
Icilcrsiruktur aufweisi: 

Verbinden cincr haupiseiligen wannebesiandigcn 
TTar/.lagc (2, 2a) mil dem TTalblcilcrwafcr (10) durch ci- 65 
ncn haupiseiligen warmcbestandigen Klebsioff (3), um 
die TTalblciterstruklur zu schiitzen: 
Schncidcn des TIalblcilerwafers (10) durch Zcrleilcn in 
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cine Mchr/ahl von TTalblcitcrchips; und 
VcrgicBcn von cinem dcr Mchr/ahl von TTalblcitcr- 
chips, der die hauptseitige warmcbcsiandigc TTarzlage 
(2, 2a) beinhallcl, mil TTar/. 

20. Vcrfahrcn nach Anspruch 19, gekennzcichncl 
durch cincn Schritt cincs Verbindens cincr rucksciligcn 
warmcbcslandigcn TTarzlage (102) mil dem Ilalbleitcr- 
watcr (10), um die I lalbleilcrsiruklur auf cincr Scilc, 
die dcr haupiseiligen warn lebesiandi gen Ilar/.lage (2, 
2a) gegenuberliegl, zu schulzcn, vor cinem Schncidcn 
des TTalbleilcr wafers (10), wobei der cine der Mchr/ahl 
von TTalblcitcrchips /.usammcn mil den haupiseiligen 
und rucksciligcn wannebesiandigcn TTar/.lagcn mil 
TTar/ vcrgossen wird. 

21. Vcrfahrcn /um TIcrslcllcn cincr Ilalblciiervorrich- 
lung, das die folgendcn Schritlc aufweisi: 
Vorbereiicn cincs ITalblciierwafers (10), dcr cine Tlalb- 
Icilcrsiruktur aufweisi; 

Verbinden eincr haupiseiligen warmcbcslandigcn 
Harzlage (2. 2a) mil dem TTalblcilcrwafcr (10) durch ci- 
ncn haupiseiligen wannebesiandigcn Klebsioff (3), um 
die T lalbleilcrsiruklur zu schulzcn: . 
Schncidcn des TIalblcilerwafers (10) durch Zcrleilcn in 
cine Mchr/ahl von TTalblcitcrchips; und 
Befesligen von cinem der Mchr/ahl von. TTalblcilcr- 
chips an cinem Gehause /.usammcn mil dcr hauptseili- 
gen warm cbc standi gen. TTarzlage (2, 2a). 

22. Vcrfahrcn nach Anspruch 21. dadurch gckenn- 
zcichncl. daB die waniiebcstandige TIar/lage cine war- 
mcbcsiandigc Temperatur aufweist. die holier als cine 
Tcrnpcralur isl, bei wclcher dcr Sehrili cincs Bcicsti- 
gens des cincn dcr Mchr/ahl von TTalblcilcrchips an 
dem Gehause ausgefuhn wird. 

23. Vcrfahrcn nach Anspruch 21, gekennzcichncl 
durch cincn Sehrili cincs Verbindens eincr rucksciligcn 
warmcbcslandigcn TTar/ 1 age (102) mil dem TTalblcilcr- 
wafcr (10), um die Halblciicrsiruktur auf einer Scilc. 
die dcr haupiscitigcn wannebesiandigcn I Tar/ lagc (2, 
2a) gegenuberliegl, zu schulzcn. vor cinem Schncidcn 
des TTalblci lerwafers (10), wobci dcr cine dcr Mchr/ahl 
von TTalblcilcrchips mil dcr sich da/wisehen befinden- 
den rucksciligcn warmcbcslandigcn TIar/lage an dem 
Gehause befesligl wird. 

24. Vcrfahrcn nach einem dcr Anspruchc 16, 19 und 
2 1,. dadurch gckcnnzciehncu daB die haupisciiigc war- 
mcbcsiandigc Harzlage (2, 2a) cine Vcrticfung zum 
Bcdeckcn dcr Halblcilcrstruklur in cinem nichtberuh- 
renden Zustand aufweisi. 
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